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の結果、破壊痕の大きさ（Si ダイオードの場合直径 0.34μm の円形状破壊痕）は熱伝導方程式から
想定される破壊の大きさ（直径 0.406μm）とほぼ同じであり、破壊が中性子線照射によって発生した
電子正孔が電界分布を変化させ、それに伴って大電流が流れ発熱することによる破壊であることが




1.048 J cm-2μm－１と良い一致を見た。 
 




























 平成 28年 2月 17日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席
のもと、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員
全員によって、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
  
